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半導体を始め多くの生産現場で数百度の温度を測定する必要があり、これまでは熱電対や

白金抵抗体が主に用いられてきた。しかし、これらは被測定物と測定器の間を長い線で結

ぶ必要があり、適用できない事例も多い。そこで我々は小さなチップを被測定物上に置く

だけで最高到達温度を測定できる方法を開発した。 

チップの構造は、Si 単結晶の上に Al 薄膜をつけたもので、高温になると Si より膨張係数

の大きい Alが、横方向に膨張できず表面に突起を生成する。室温に戻しても突起のままな

ので、表面の光反射率を測定し加熱前と比較することにより、最高到達温度を知ることが

できる。 

Al のスパッタ膜は、膜厚６００ｎｍが最適で、第１図左のように１００～２００ｎｍのグ

レインから成っている。加熱して Alが膨張すると第１図右のように突起がグレインの境界

付近に数多く発生している。これが反射率を下げている。反射率の測定には第２図のよう

なＬＥＤを照射し、フォトトランジスタで受光した。加熱前の反射率と加熱後の反射率の

差をとると、最高加熱温度と第３図のような良い相関関係があることが分かり、温度計測

に用いることが出来る。 

本研究は神戸製鋼株式会社の水野雅夫氏によりオリジナルの研究がなされ、本研究に当た

ってもご指導を頂いたことを感謝します。 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

第 1図 
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１）加熱前のS EM像では、グレインがぎっしり詰まって
いるのが分かる。
２）３５１℃の加熱後のS EM像では、小さな突起が少し
見られる。大きな異物状のものが見られるが、これが
何か不明。
３）５６５℃加熱後のS EM像では、小さな突起が数多く
見られる。グレインの３重点になっている個所に多く
見られるが、そうでない個所にも存在する。
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第 2図 

反射率測定装置 第 3図 反射率の差と最高到達温度の関係 
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